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摘要(译)

本发明涉及最小化在薄膜晶体管中形成的浮岛区域中的漏电流，并且保
持TFT的操作所需的大的导通电流。更具体地，本发明涉及一种薄膜晶
体管，包括：栅电极18，设置在绝缘基板上方并以预定图案形成;根据栅
电极18的图案形成的a-Si膜16;通过a-Si膜16形成的源电极14; a-Si膜16包
括浮岛区域22，在浮岛区域22上方或下方没有设置栅电极18; a-Si膜16包
括浮置岛区域22。源电极14和漏电极15以浮岛区22中的截止电流的沟道
长度LOFF长于源电极14形成的导通电流的沟道长度的方式配置。漏电极
15位于栅电极18的上方或下方，LON。
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